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THE EFFECT OF TiO, PARTICLE TO THE CONDUCTIVITY OF
POLYTHIOPHENE THIN FILM

ABSTRACT

This work focused on the study of electrical conductivity of titanium dioxide
(TiO;) and Polythiophene (PT) thin film on Indium Tin Oxide (ITO) subtract. The
layered of TiO, and PT thin films with ratio 1:1, 1:5, 1:10, 5:1 and 10:1 was deposited
on the ITO subtract by using spin coating technique. TiO; solution with 3 different pH
(pH 2, pH 7 and pH 12) was prepared by using electrochemical method to produce
TiO; particle. Structure and morpholology of TiO; particle have been studied using X-
Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope (SEM). The result shows
TiO, particle showed like plain surface for TiO, particle with pH 2, while spherical
particle were observed in TiO, particles with pH 7 and rod like particle obtained for
TiO; particle with pH 12. From XRD, its shows that all of this TiO; particles exhibit
anatase phase. TiO; particle with pH 12 was used as a layer on the thin film. The
optical absorption of thin film was obtained from the UV-Vis spectrophotometer. The
lowest energy gap is TiO,:PT thin film at the ratio 5:1 which is 3.19eV. The electrical
conductivity of the thin films was measured by using four point probes under dark and
also under different light intensity (10, 30, 50, 80 and 100 Wm?). Electrical
conductivity under intensity of light shows that thin films with ratio 1:5 has the
highest intensity of light that is 0.337Sm"".



MENGKAJI KESAN PARTIKEL TiO; KE ATAS KEKONDUKSIAN
ELEKTRIK FILEM NIPIS LAPISAN POLITIOFENA

ABSTRAK

Fokus kajian ini adalah untuk mengkaji kekonduksian elektrik filem nipis lapisan poli-
tiofena dan TiO, di atas substrat Indium Timah Oksida (ITO). Lapisan filem nipis
poli-tiofena dan TiO, dengan nisbah 1:1, 1:5, 1:10, 5:1 dan 10:1 telah dimendapkan ke
atas substrak ITO dengan menggunakan teknik penyaduran berputar. Larutan TiO;
dihasilkan dalam 3 pH yang berlainan (pH 2, pH 7 dan pH 12) dengan menggunakan
kaedah kimia untuk menghasilkan partikel TiO. Struktur dan morfologi partikel Ti0,
dikaji dengan menggunakan pembelauan sinar X (X-ray diffraction) dan mikroskop
pengimbas elektron (SEM). Keputusan menunjukan partikel berbentuk rata terhasil
dari larutan TiO; pH 2, manakala partikel berbentuk bulatan terhasil dari larutan TiO,
pH 7 dan partikel berbentuk rod terhasil dari larutan TiO, pH 12. Dari XRD,
keputusan menunjukkan kesemua partikel TiO, yang terhasil adalah dalam keadaan
anatase. Partikel TiO, pH 12 digunakan sebagai lapisan di atas filem nipis. Kesan
kadar penyerapan filem nipis didapati dengan menggunakan spektofotometer UV.
Jurang tenaga paling rendah bagi filem nipis lapisan TiO,:PT adalah pada nisbah
lapisan 5:1 iaitu 3.19eV. Kekonduksian elektrik diukur dengan menggunakan kaedah
penduga empat titik dalam keadaan gelap dan juga di bawah cahaya lampu dengan
keamatan yang berbeza (10, 30, 50, 80 dan 100 Wm'z). Kekonduksian elektrik di
bawah keamatan cahaya mendapati filem nipis pada nisbah S5:1 mempunyai
kekonduksian yang paling tinggi iaitu 0.337Sm"".
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